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教授浜川圭弘 教授小林 猛 教授奥山雅則
論文内容の要旨
本論文は， MOS ダイナミック RAM、特に16メガピットダイナミック RAMの高性能化とシステム化に関する研
究成果をまとめたものである O
































指摘し新しい回路構成として階層データ線構成と多目的レジスタ (Multi Purpose Register : M P R) を提案し，











(Error checking and correcting) システムをオンチップ化し，ソフトエラーを 10桁改善して信頼性の高いメモリシ
ステムを実現した。また近年問題が顕在化している DRAMとマイクロプロセッサーとの速度ギャップを解消する手
段として， DRAMにキャッシュメモリ機能を搭載する構成を実現し，アクセス時間12ns と高速なメモリシステムを
実現した。
以上の成果は，半導体メモリデバイスの大規模集積化技術に関して，有用な新しい成果を得ており，半導体工学の
進歩に貢献するところ大であり，博士(工学)論文として価値あるものと認める。
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